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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と回路パターンとの間に形成された接着膜を含み、
　前記接着膜は複数の層からなり、前記接着膜をなす少なくとも一つの層は、ポリ（グリ
シジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））
を含有し、
　前記接着膜は、第１接着層と、第２接着層と、を含み、
　前記第１接着層はポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、絶縁層に接着されて形成され、
　前記第２接着層は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリ
マーの何れか一つ以上のポリマーを含有し、回路パターンに接着されて形成され、
　第１接着層は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）及びエチルベン
ゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される何れか一つ以上の芳香族
化合物をさらに含有する、印刷回路基板。
【請求項２】
　絶縁層と回路パターンとの間に接着膜を形成する段階を含み、
　前記接着膜はポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅ
ｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、
　前記接着膜は、第１接着層と、第２接着層と、を含み、
　前記第１接着層はポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　
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ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、絶縁層に接着されて形成され、
　前記第２接着層は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリ
マーの何れか一つ以上のポリマーを含有し、回路パターンに接着されて形成され、
　前記第１接着層は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）及びエチル
ベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される何れか一つ以上の芳
香族化合物をさらに含有する、印刷回路基板の製造方法。
【請求項３】
　前記接着膜を形成する段階は、
　前記絶縁層上に前記回路パターンを形成する段階と、
　前記回路パターンが形成された前記絶縁層上に前記接着膜を形成する段階と、
　前記接着膜上に他の絶縁層を形成する段階と、を含む、請求項２に記載の印刷回路基板
の製造方法。
【請求項４】
　前記他の絶縁層は、ソルダーレジスト（Ｓｏｌｄｅｒ　Ｒｅｓｉｓｔ；ＳＲ）層を含む
、請求項３に記載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項５】
　前記接着膜を形成する段階は、
　前記絶縁層上に前記接着膜を形成する段階と、
　前記接着膜上に銅めっき層を形成する段階と、
　前記銅めっき層にパターニング工程を行って回路パターンを形成する段階と、を含む、
請求項２に記載の印刷回路基板の製造方法。
【請求項６】
　前記接着膜は、ＣＶＤ（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ｉ
ＣＶＤ（ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
、及びスピンコーティング（ｓｐｉｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）からなる群から選択される何れ
か一つ以上の工程を行うことで形成する、請求項２に記載の印刷回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷回路基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、印刷回路基板は、各種熱硬化性合成樹脂からなる基板の一面または両面に銅箔で
配線した後、基板上にＩＣまたは電子部品を配置及び固定し、これらの間の電気的配線を
具現して、絶縁体でコーティングしたものである。
【０００３】
　近年、電子産業の発達により、電子部品の高機能化及び軽薄短小化の要求が急増してい
る。これに伴い、上記の電子部品が搭載される印刷回路基板においても、高密度配線化及
び薄板化が要求されている。
【０００４】
　特に、印刷回路基板の製造方法のうちアディティブ（Ａｄｄｉｔｉｖｅ）法またはＳＡ
Ｐ（Ｓｅｍｉ－Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）方法では、樹脂からなる絶縁層にデ
スミア（ｄｅｓｍｅａｒ）処理を施して粗さを高めた後にめっきするか、または銅回路に
粗化処理した後に樹脂を塗布して、樹脂とめっき層との間の密着力を確保している。
【０００５】
　しかし、このような方式で製造された印刷回路基板は、高い粗さのため、微細回路を形
成することが困難であり、信号伝送損失が大きいという欠点がある。
【０００６】
　上記のような欠点を克服するために、低い粗さを有する基板の製作が試されたが、この
ような基板は、低い粗さのため、樹脂と回路との間の密着力が低下し、印刷回路基板の信
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頼性が劣るという欠点がある。
【０００７】
　上記のような欠点を解消するために、下記の特許文献１では、接着液やスズめっき液な
どを用いて、低い粗さで高密着力を確保する方法が試されている。
【０００８】
　しかし、上記の方法は、接着液やスズめっき液などを用いる湿式法（ｗｅｔ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓ）を利用するため、処理コストが高く、周期的な溶液管理が必要であるという欠点
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国公開特許第２０１０－００５０４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、絶縁材と回路パターンとの間に接着力を向上させるための接着膜を備えるこ
とで、低い粗さを有しながらも、高い層間密着力を有する印刷回路基板及びその製造方法
を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一形態によると、絶縁層と回路パターンとの間に形成された接着膜を含み、上
記接着膜はポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈ
ａｃｒｙｌａｔｅ））を含有する印刷回路基板が提供される。
【００１２】
　上記接着膜は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマー
の何れか一つ以上をさらに含有することができる。
【００１３】
　上記接着膜は、芳香族化合物をさらに含有することができる。
【００１４】
　上記芳香族化合物は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレ
ン（ｓｔｙｒｅｎｅ）、及びエチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群
から選択される何れか一つ以上であることができる。
【００１５】
　上記接着膜は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍ
ｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））が上記絶縁層に接着されて形成されることができる。
【００１６】
　上記接着膜は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマー
の何れか一つ以上のポリマーが回路パターンに接着されて形成されることができる。
【００１７】
　本発明の他の形態によると、絶縁層と回路パターンとの間に形成された接着膜を含み、
上記接着膜は複数の層からなり、上記接着膜をなす少なくとも一つの層は、ポリ（グリシ
ジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を
含有する印刷回路基板が提供される。
【００１８】
　上記接着膜は、第１接着層と、第２接着層と、を含み、上記第１接着層はポリ（グリシ
ジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を
含有し、上記第２接着層は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン
系ポリマーの何れか一つ以上のポリマーを含有することができる。
【００１９】
　上記第１接着層は、絶縁層に接着されて形成されることができる。
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【００２０】
　上記第２接着層は、回路パターンに接着されて形成されることができる。
【００２１】
　第１接着層は、芳香族化合物をさらに含有することができる。
【００２２】
　上記芳香族化合物は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレ
ン（ｓｔｙｒｅｎｅ）、及びエチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群
から選択される何れか一つ以上であることができる。
【００２３】
　本発明の他の形態によると、絶縁層と回路パターンとの間に接着膜を形成する段階を含
み、上記接着膜はポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍ
ｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有する印刷回路基板の製造方法が提供される。
【００２４】
　上記接着膜を形成する段階は、上記絶縁層上に上記回路パターンを形成する段階と、上
記回路パターンが形成された上記絶縁層上に上記接着膜を形成する段階と、上記接着膜上
に他の絶縁層を形成する段階と、を含むことができる。
【００２５】
　上記他の絶縁層は、ソルダーレジスト（Ｓｏｌｄｅｒ　Ｒｅｓｉｓｔ；ＳＲ）層を含む
ことができる。
【００２６】
　上記接着膜を形成する段階は、上記絶縁層上に上記接着膜を形成する段階と、上記接着
膜上に銅めっき層を形成する段階と、上記銅めっき層にパターニング工程を行って回路パ
ターンを形成する段階と、を含むことができる。
【００２７】
　上記接着膜は、ＣＶＤ（化学気相蒸着：ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）、ｉＣＶＤ（ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）、及びスピンコーティング（ｓｐｉｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）からなる群から
選択される何れか一つ以上の工程を行うことで形成することができる。
【００２８】
　上記接着膜は、第１接着層と、第２接着層と、を含み、上記第１接着層はポリ（グリシ
ジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を
含有し、上記第２接着層は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン
系ポリマーの何れか一つ以上のポリマーを含有することができる。
【００２９】
　上記第１接着層は絶縁層に接着されるように形成し、上記第２接着層は回路パターンに
接着されるように形成することができる。
【００３０】
　上記第１接着層は、芳香族化合物をさらに含有することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の一形態による印刷回路基板は、回路パターンと絶縁層との間に接着膜を備える
ことで、低い粗さ値を有しながらも接着力が向上し、微細回路パターンの形成が可能であ
るとともに、信頼性が向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【図４】本発明の他の実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【図５】図１及び図２の実施形態による印刷回路基板の製造方法を説明するための工程断
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面図である。
【図６】図３及び図４の実施形態による印刷回路基板の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【図７】本発明の一実施形態による接着膜の形成を説明するための工程例示図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし
、本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説
明する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知
識を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、
図面における要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある
。
【００３４】
[印刷回路基板]
　図１及び図２は本発明の一実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【００３５】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態による印刷回路基板は、絶縁層１４０と回路パ
ターン１２０との間に形成された接着膜１３０を含み、上記接着膜１３０は、ポリ（グリ
シジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））
を含有する。
【００３６】
　これによると、従来の粗さ処理過程を行わなくても、回路パターンと絶縁層との接着力
が向上することができる。
【００３７】
　上記接着膜１３０は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポ
リマーの何れか一つ以上をさらに含有することができる。
【００３８】
　また、上記接着膜１３０は、芳香族化合物をさらに含有することができる。上記芳香族
化合物は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレン（ｓｔｙｒ
ｅｎｅ）、及びエチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択され
る何れか一つ以上であることができる。
【００３９】
　この際、上記接着膜１３０のポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃ
ｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））は絶縁層１４０に接着されて形成され、上記接
着膜１３０のアミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマーの何
れか一つ以上のポリマーは回路パターン１２０に接着されて形成されることができる。こ
れにより、異種界面での両側間の接着力が向上することができる。
【００４０】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態による接着膜１３０は、複数の層からなること
ができる。例えば、上記接着膜１３０は、第１接着層１３１と、第２接着層１３２と、を
含むことができる。
【００４１】
　上記接着膜１３０をなす少なくとも一つの層は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（
Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有することができる。
【００４２】
　例えば、上記第１接着層１３１は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇ
ｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、第２接着層１３２は、アミン
系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上のポリ
マーを含有することができる。
【００４３】
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　上記第１接着層１３１は、芳香族化合物をさらに含有することができる。上記芳香族化
合物は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレン（ｓｔｙｒｅ
ｎｅ）、及びエチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される
何れか一つ以上であることができる。
【００４４】
　この際、上記第１接着層１３１は絶縁層１４０に接着されて形成され、上記第２接着層
１３２は回路パターン１２０に接着されて形成されることができる。これにより、異種界
面での両側間の接着力が向上することができる。
【００４５】
　図３及び図４は本発明の他の実施形態による印刷回路基板の断面図である。
【００４６】
　図１及び図２の実施形態と同様に、図３及び図４の実施形態においても、絶縁層と回路
パターンとの間に接着膜が形成されることは同一である。しかし、図１及び図２の実施形
態は回路パターン上に絶縁層が積層された構造であり、図３及び図４の実施形態は絶縁層
上に回路パターンが形成された構造であるという点で異なる。
【００４７】
　図３を参照すると、絶縁層２１０上に接着膜２３０が形成され、接着膜２３０上に回路
パターン２４０、２６０が形成される。回路パターン２４０、２６０は、無電解銅めっき
層２４０と電解銅めっき層２６０とが順に積層されて形成されることができる。上下部の
回路パターンを電気的に連結するビア２４０、２７０も、無電解銅めっき層２４０と、電
解銅めっき層２７０と、からなることができる。
【００４８】
　上記のように、絶縁層２１０と回路パターン２４０、２６０とが接着膜２３０により接
着されるため、絶縁層２１０の表面粗さが低い場合でも十分な密着力を確保することがで
きる。
【００４９】
　図１及び図２の実施形態と同様に、接着膜２３０は、絶縁層２１０に接着される第１接
着層と、回路パターン２４０、２６０に接着される第２接着層と、を含むことができる。
第１接着層は、ポリ（グリシジルメタクリレート）を含有し、第２接着層は、アミン系ポ
リマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上のポリマー
を含有することができる。
【００５０】
　図４の実施形態は、接着膜２３０が回路パターン２４０、２６０の部分にのみ形成され
るという点を除き、図３の実施形態と同一であるため、その詳細な説明を省略する。
【００５１】
[印刷回路基板の製造方法]
　図５は図１及び図２の実施形態による印刷回路基板の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【００５２】
　図５を参照すると、絶縁層１１０に回路パターン１２０を形成した状態で、回路パター
ン１２０が備えられた絶縁層１１０に接着膜１３０を形成することができる。上記接着膜
１３０は、０．０１μｍ～１μｍの厚さに形成することができる。
【００５３】
　上記接着膜１３０は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙ
ｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマ
ー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上をさらに含有することができる。また、上
記接着膜１３０は芳香族化合物をさらに含有することができ、上記芳香族化合物は、ジビ
ニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレン（ｓｔｙｒｅｎｅ）、及び
エチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される何れか一つ以
上であることができる。
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【００５４】
　この際、上記接着膜１３０を形成するにあたり、回路パターン１２０に隣接するように
アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上
のポリマーが先に接着され、その上部に、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ
（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））が含有された膜が形成されることが
できる。
【００５５】
　上記のように形成された接着膜１３０の上部面に上部絶縁層１４０を形成することがで
きる。上記上部絶縁層１４０は、例えば、ソルダーレジスト（Ｓｏｌｄｅｒ　Ｒｅｓｉｓ
ｔ；ＳＲ）層であることができる。
【００５６】
　上記のように形成された接着膜１３０は、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマー
、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上のポリマーを用いることで回路パターン１２
０に対する接着力が向上し、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉ
ｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を用いることで上部絶縁層１４０に対する接着力
が向上することができる。
【００５７】
　したがって、本発明の一実施形態による接着膜１３０を備えた印刷回路基板は、回路パ
ターン１２０と上部絶縁層１４０との接着力が向上して、印刷回路基板の信頼性が向上す
ることができる。
【００５８】
　図６は図３及び図４の実施形態による印刷回路基板の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【００５９】
　図６を参照すると、絶縁層２１０を備えた状態で（（ａ）工程）、この絶縁層２１０に
接着膜２３０を形成することができる（（ｂ）工程）。上記接着膜２３０は、０．０１μ
ｍ～１μｍの厚さに形成することができる。
【００６０】
　上記接着膜２３０は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙ
ｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマ
ー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上をさらに含有することができる。また、上
記接着膜２３０は芳香族化合物をさらに含有することができ、上記芳香族化合物は、ジビ
ニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレン（ｓｔｙｒｅｎｅ）、及び
エチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される何れか一つ以
上であることができる。
【００６１】
　この際、上記接着膜２３０を形成するにあたり、絶縁層２１０の上部面に、ポリ（グリ
シジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））
が含有された膜が先に接着され、その上部に、アミン系ポリマー、イミダゾール系ポリマ
ー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上のポリマーが含有された膜が形成されるこ
とができる。
【００６２】
　接着膜２３０を形成した後、レーザーでビアホールを形成することができる（（ｃ）工
程）。このビアホールにより、下部回路パターン２２０が露出される。次に、無電解銅め
っきを施して、接着膜２３０の上部及びビアホールの内部に無電解銅めっき層２４０を形
成する（（ｄ）工程）。
【００６３】
　上記のように形成された銅めっき層２４０は、リソグラフィ（Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ
）及びエッチング（Ｅｔｃｈｉｎｇ）工程を含むパターニング（Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ）
工程を経て、微細回路パターンに形成されることができる。
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【００６４】
　すなわち、無電解銅めっき層２４０にパターンが形成されためっきレジスト２５０を付
着した後（（ｅ）工程）、電解めっきを施して電解銅めっき層２６０を形成する（（ｆ）
工程）。次に、めっきレジスト２５０を除去し（（ｇ）工程）、無電解銅めっき層２４０
をエッチングすることで、微細回路パターンを形成することができる（（ｈ）工程）。そ
の後、回路パターン以外の領域に形成された接着膜２３０を除去する工程をさらに行って
もよい（図４参照）。
【００６５】
　この際、接着膜２３０は、例えば０．１μｍ以下の低い粗さ（Ｒａ）値を示しながらも
、無電解銅めっき層２４０との接着力が向上するため、無電解銅めっき層２４０を微細回
路パターンに形成するのに寄与することができる。
【００６６】
　これにより、本発明の一実施形態による印刷回路基板の製造方法によると、低い粗さ値
を有しながらも、銅めっき層２４０との接着力が向上した接着膜２３０を用いて、微細回
路パターンを有する印刷回路基板を提供することができる。
【００６７】
　本発明の一実施形態による接着膜１３０、２３０は、ＣＶＤ（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａ
ｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ｉＣＶＤ（ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　
ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、及びスピンコーティング（ｓｐｉｎ　ｃｏａｔｉ
ｎｇ）からなる群から選択される何れか一つ以上の工程を行うことで形成することができ
る。
【００６８】
　図７は本発明の一実施形態による接着膜の形成を説明するための工程例示図である。
【００６９】
　図７を参照すると、ｉＣＶＤ方法を用いる場合、チャンバー内で接着膜をなすポリマー
のモノマーＭ（Ｍｏｎｏｍｅｒ）を気化させて、ポリマーの重合反応及び成膜工程を同時
に行う気相重合反応によりポリマー薄膜Ｐを形成することができる。このｉＣＶＤ方法は
、開始剤Ｉ（Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ）とモノマーＭを気化させて、気相でフリーラジカルＲ
（ｆｒｅｅ　ｒａｄｉｃａｌ）を利用した連鎖重合反応が起こるようにすることで、回路
パターンまたは絶縁層が備えられた基板３００の表面にポリマー薄膜Ｐを蒸着することが
できる。
【００７０】
　開始剤ＩとモノマーＭを単純混合した際には重合反応が起こらないが、ｉＣＶＤチャン
バー内に位置した高温のフィラメント３１０により開始剤Ｉが分解されてラジカルＲが生
成されると、これによってモノマーＭが活性化して連鎖重合反応が起こる。
【００７１】
　開始剤Ｉとしては、通常、ＴＢＰＯ（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド：ｔｅｒｔ－ｂｕ
ｔｙｌｐｅｒｏｘｉｄｅ）またはＴＡＰＯ（ｔｅｒｔ－アミルペルオキシド：ｔｅｒｔ－
ａｍｙｌ　ｐｅｒｏｘｉｄｅ）などの過酸化物（ｐｅｒｏｘｉｄｅ）が用いられる。この
開始剤Ｉは、１１０℃程度の沸点を有する揮発性物質であり、約１５０℃前後で熱分解さ
れることができる。
【００７２】
　したがって、ｉＣＶＤチャンバーで用いられる高温のフィラメント３１０が２００℃～
２５０℃前後に維持されると、容易に連鎖重合反応を誘導することができる。ここで、フ
ィラメント３１０の温度は、過酸化物の開始剤Ｉを熱分解するには十分に高い温度である
が、ｉＣＶＤに用いられるモノマーＭを含む殆どの有機物は、この温度では熱分解されな
い。
【００７３】
　開始剤Ｉの分解により形成されたフリーラジカルＲは、モノマーＭにラジカルＲを伝達
して連鎖反応を起こして、ポリマーＰを形成することができる。このように形成されたポ
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ができる。
【００７４】
　また、スピンコーティング方法を用いる場合、接着膜を形成するための接着膜溶液をス
ピンコータに装着された基板の表面に滴下することができる。
【００７５】
　その後、この基板が装着されたスピンコータの回転力により、回路パターンまたは絶縁
層が備えられた基板の全体に接着膜溶液が塗布されることができる。
【００７６】
　次に、塗布された接着膜溶液に硬化処理を施して揮発性有機溶剤が揮発して除去される
と、回路パターンまたは絶縁層が備えられた基板に接着膜が形成されることができる。
【００７７】
　一方、本発明の一実施形態による接着膜１３０は、複数の層からなることができる。例
えば、上記接着膜１３０は、第１接着層１３１と、第２接着層１３２と、を含むことがで
きる。
【００７８】
　上記接着膜１３０をなす少なくとも一つの層は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（
Ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有することができる。
【００７９】
　例えば、上記第１接着層１３１は、ポリ（グリシジルメタクリレート）（Ｐｏｌｙ（ｇ
ｌｙｃｉｄｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ））を含有し、第２接着層１３２は、アミン
系ポリマー、イミダゾール系ポリマー、及びピリジン系ポリマーの何れか一つ以上のポリ
マーを含有することができる。
【００８０】
　上記第１接着層１３１は芳香族化合物をさらに含有することができ、上記芳香族化合物
は、ジビニルベンゼン（ｄｉｖｉｎｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）、スチレン（ｓｔｙｒｅｎｅ
）、及びエチルベンゼン（ｅｔｈｙｌ　ｂｅｎｚｅｎｅ）からなる群から選択される何れ
か一つ以上であることができる。
【００８１】
　この際、上記第１接着層１３１は絶縁層１４０に接着されて形成され、上記第２接着層
１３２は回路パターン１２０に接着されて形成されることができる。これにより、異種界
面での両側間の接着力が向上することができる。
【００８２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れず、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正
及び変形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかであ
る。
【符号の説明】
【００８３】
１１０、１４０、２１０　絶縁層
１２０　回路パターン
２４０、２６０　銅めっき層
１３０、２３０　接着膜
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